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図 2 α-Sm2S3単結晶の電気伝導度の磁場方向依存性 

 

 

 

図1 α-Sm2S3単結晶の電気抵抗率の温度依存性 
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【序論】 

斜方晶系の結晶構造をとる希土類硫化物 α-R2S3は結晶学的に異なる二種の希土類サイト R1，R2を有し

ており、これらの希土類サイトにおける磁気モーメント間の複雑な交換相互作用に起因する特異な低温

物性を示す。特に α-Sm2S3、α-Dy2S3は磁気相転移点近傍の挟温度域において電気抵抗率が急増・急減

し、さらにこの現象が針状単結晶の長手(b軸)方向に垂直に磁場を印加することで大きく抑制される負の

巨大磁気抵抗効果を示す
[1], [2]

ことから注目される。今回は α-Sm2S3、α-Dy2S3単結晶における電気抵抗

率異常増大の磁場による抑制効果の ac面内での異方性について報告する。 

【実験方法】 

単結晶の育成はヨウ素を輸送剤とした気相化学輸送法により行った。電気抵抗率の測定は PPMS（Quantum 

Design社）および Horizontal Rotator Optionを用いて行い、磁化の測定にはMPMS（Quantum Design社）

を用いた。 

【結果と考察】 

図 1に磁場（μ0H = 7 T）を α-Sm2S3針状単結晶の長手方向に垂直な ac面内の直交する二方向（θ = 0 deg., 

θ = 90 deg.）に印加して測定した電気抵抗率の温度依存性 ρ(T)を示す（縦軸は対数スケール）。無磁場下

では ρ(T)が 5 Kの近傍で 100倍ほども大きくなるために、今回用いた試料ではその狭温度域で測定不能

となる。ところが磁場を印加することで ρ(T)の異常増大が抑制され、7 T の磁場印加により図 1に示す

ように連続した温度での測定が可能となる。θ = 0 deg., θ = 90 deg.のピークに注目すると、ρ(T)の抑制の

され方が 100倍ほども違うことがわかる。また、他の試料で確認している無磁場下での ρ(T)のピークは

4.75 Kにあるが、7 Tの磁場下において、これが θ = 0 deg.では低温側に、θ = 90 deg.では高温側にシフト

していることが分かる。図 2に電気伝導度 σ (= 1 / ρ)の磁場方向依存性を示す（試料の接着が c軸方向に

対して 10 deg. ほど傾いてなされたため、θ = 10 deg. が c軸方向、θ = 100 deg. が a軸方向に相当する）。

どの方向に磁場を印加しても ρ の増大を抑制する効果が見られたが、a 軸方向での抑制が顕著である。

これは磁化の容易方向とよく相関している。講演では α-Dy2S3に関しても同様の報告を行う予定である。 


